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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上のアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜を、エッチングする際に使用する、リ
ン酸、硝酸、有機酸および水酸化アンモニウムを含有する水溶液からなるエッチング液組
成物。
【請求項２】
基板上のアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜が、モリブデン/アルミニウム積層膜
または、モリブデン/アルミニウム/モリブデン積層膜であることを特徴とする請求項1記
載のエッチング液組成物。
【請求項３】
有機酸が酢酸および／またはプロピン酸であることを特徴とする請求項１記載のエッチン
グ液組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置等の、信号配線に用いる積層配線の形成方法に関し、更に詳しく
は、基板上のアルミニウム系金属層とモリブデン等の高融点金属層との積層膜のエッチン
グ方法に関し、信頼性の高い積層配線の形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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ガラス基板上に、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等の透明画素電極をマトリクス状に配列し
、これをＴＦＴ（Thin Film Transistor）で駆動するアクティブマトリクス型の液晶表示
装置においては、ＴＦＴを駆動するためのゲート電極、およびこのゲート電極から延在す
るゲート配線やデータ配線等を同じガラス基板上に形成したＴＦＴパネル構造が採用され
る。
最も一般的な逆スタガ型のＴＦＴパネル構造の概略の断面図を図1を参照して説明する。
ガラス基板1上にゲート電極2を順テーパ状に形成し、ゲート電極3およびi型半導体層4、n
型半導体層5を介してソース電極6とドレイン電極7をゲート電極2と対向して配置すること
により、ＴＦＴが形成される。通常i型半導体層4はノンドープのa-Ｓiから、n型半導体層
5はn型不純物を含むn+ a-Ｓiから形成される。ゲート電極2はＡｌ系金属等からなり、こ
の上層に形成されるi型半導体層4のステップカバレッジを確保したり、ゲート絶縁膜3の
絶縁耐性を向上するためにその側面を順テーパ状に加工する。
従来より、Ａｌ系金属等からなるゲート電極2やここから延在するゲート配線を順テーパ
状に加工するためにはガラス基板1上に全面にＡｌ系金属層をスパッタリング等で成膜し
、この上にレジストパターンを選択的に形成後、このレジストパターンをマスクとして等
方的にウエットエッチングする方法が採用されている。
ところで、近年のＴＦＴパネルにおいては、Ａｌ系金属配線と半導体層との拡散を防止し
たり、Ａｌ系金属配線のヒロック防止するために図２の様に、低抵抗のＡｌ系金属配線21
の上層に、モリブデン（Ｍo）等の高融点金属配線22を積層した積層配線構造、あるいは
図３の様に、低抵抗のＡｌ系金属配線21の上層、下層の両面に、Ｍo等の高融点金属配線2
2を積層した積層配線構造が多く採用されるようになり、この場合もＭo等の高融点金属配
線22の側面を順テーパ状に加工することにより絶縁耐性を向上することが出来る。
従来Ａｌ系金属のウエットエッチング液としては、燐酸、硝酸、酢酸を混合した混酸が使
用される。混酸を使用した場合には、Ａｌ系金属と高融点金属との積層構造には順テーパ
状に加工することは、種々の原因により極めて困難である。
しかしながら、特開平6-104241号公報には、Ｍo/Ａl系積層膜を上記の混酸を使用して、
ウエットエッチングを行う場合の手段として、積層膜の膜厚比を制御することが記載され
ているが、根本的には、解決には至っていない。
以上の事から、上記積層膜のウエットエッチング液に関し、良好な順テーパを与えること
のできる優れたエッチング液が要望されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題はアルミニウム系金属配線のウエットエッチングに関し、特に、アルミニウ
ム系金属配線とモリブテン等の高融点金属配線との積層膜のウエットエッチングに関する
ものであり、優れたエッチング液を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は上述の課題を解決するために提案するものであり、
Ａｌ系金属層の形成方法、特に、Ａｌ系金属層と高融点金属層との積層構造を有する積層
配線のウエットエッチング法に関するものであり、ウエットエッチング液がリン酸、硝酸
、有機酸および陽イオン成分を含有する水溶液からなることを特徴とする。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明に使用されるウエットエッチング液としては、リン酸、硝酸、有機酸、さらには陽
イオン成分を含有する水溶液である。
本発明に使用されるリン酸の濃度は全溶液中で50～80重量％であり、リン酸は、本発明の
エッチング液において、主にＡｌ系金属層のエッチングに寄与するものであり、50重量％
以下であると、Ａｌ系金属層のエッチング速度が遅くなり、また80重量％以上であるとＡ
ｌ系金属層のエッチング速度が速くなり好ましくない。
本発明に使用される硝酸の濃度は、全溶液中で0.5～10重量％であり、硝酸は本発明のエ
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ッチング液において、主にＭo等の高融点金属層のエッチングに寄与するものであり、0.5
重量％以下では、Ｍo等の高融点金属層のエッチング速度が遅くなり、10重量％以下では
Ｍo等の高融点金属層のエッチング速度が速くなり好ましくない。
本発明に使用される有機酸としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、等のモノカルボ
ン酸類、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、マレイ
ン酸、フマル酸、フタル酸等のジカルボン酸類、トリメリット酸等のトリカルボン酸類、
ヒドロキシ酢酸、乳酸、サリチル酸等のオキシモノカルボン酸類、リンゴ酸、酒石酸等の
オキシジカルボン酸、クエン酸等のオキシトリカルボン酸類、アスパラギン酸、グルタミ
ン酸等のアミノカルボン酸類が挙げられる。
本発明に使用される有機酸の濃度は、0.5～10重量％の範囲であり、有機酸の濃度はリン
酸、硝酸の濃度、あるいはエッチングの条件等により、適宜決定すれば良い。本発明に使
用される陽イオン成分としては、アンモニア、さらに、メチルアミン、ジメチルアミン、
トリメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、プロピルアミン
、ジプロピルアミン、トリプロピルアミン、ブチルアミン、ジブチルアミン、トリブチル
アミン等の脂肪族アミン類、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノー
ルアミン等のアルカノールアミン類、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、トリメチ
レンジアミン、テトラメチレンジアミン等のポリアミン類、ピロール、ピロリン、ピロリ
ジン、モルホリン等の環式アミン類等が挙げられ、さらに、テトラメチルアンモニウム水
酸化物、テトラエチルアンモニウム水酸化物、トリメチル（２－ヒドロキシエチル）アン
モニウム水酸化物等の、第四級アンモニウムイオンが挙げられる。
また、本発明に使用される陽イオン成分としては、上記アンモニウムイオン、アミンイオ
ン、第四級アンモニウムイオンの他に、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属イオンが
挙げられる。
上記、陽イオン成分は全溶液中、0.1～20重量％の範囲であり、0.1重量％以下では、エッ
チング液のライフが短くなり、さらに20重量％以下では、モリブデン、アルミニウムのエ
ッチング速度が遅くなり好ましくない。
本発明の使用温度は常温～70℃の範囲で行われるが、本発明における使用温度は、使用さ
れる積層膜の種類、厚さ等から、勘案して、適宜決定すれば良い。
【０００６】
【実施例】
以下本発明を実施例により具体的に説明する。尚、本発明は以下の実施例に限定されるも
のではない。
【０００７】
実施例1
図４（a）～（ｃ）で詳細に説明する。まずTFTガラス基板１上に、アルミニウム21（750
Å）、次いでモリブデン22（750Å）をスパッタし、図４（a）の様な積層膜を形成する。
さらに、図４（b）に示すようにモリブデン/アルミニウム積層膜上に、フォトレジスト23
を塗布、あらかじめ用意したパターンマスクを露光転写後、現像し所望のフォトレジスト
パターンを形成した構造を得る。
上記図４（b）の基板を用いて、リン酸70重量％、硝酸4重量％、酢酸3.5重量％、水酸化
アンモニウム2重量％、残分が水であるエッチング液で40℃、100秒（30％オ－バ－エッチ
時間）エッチングを行い水でリンス後、乾燥し、さらにアミン系剥離液でフォトレジスト
23を剥離した後、電子顕微鏡（SEM）で観察を行った。その結果、図４（c）で示す様に、
良好な順テーパ状の、モリブデン/アルミニウム積層膜が得られた。
【０００８】
比較例1
前記図４（b）の基板を用いて、リン酸70重量％、硝酸4重量％、酢酸3.5重量、残分が水
であるエッチング液で40℃、55秒（30％オ－バ－エッチ時間）エッチングを行い水でリン
ス後、乾燥し、さらにアミン系剥離液でフォトレジスト23を剥離した後、電子顕微鏡（SE
M）で観察を行った。
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その結果、図４（ｄ）で示す様に、順テーパ状のモリブデン/アルミニウム積層膜は得ら
れなかった。
【０００９】
実施例2
図５（a）～（ｃ）で詳細に説明する。まずTFTガラス基板１上に、モリブデン22（750Å
）、アルミニウム21（1500Å）、次いでモリブデン22（750Å）をスパッタし、図５（a）
の様な積層膜を形成する。さらに、図５（b）に示すようにモリブデン/アルミニウム積層
膜上に、フォトレジスト23を塗布、あらかじめ用意したパターンマスクを露光転写後、現
像し所望のフォトレジストパターンを形成した構造を得る。
上記図５（b）の基板を用いて、リン酸75重量％、硝酸3重量％、酢酸5重量％、水酸化ア
ンモニウム3.5重量％、残分が水であるエッチング液で45℃、55秒（30％オ－バ－エッチ
時間）エッチングを行い水でリンス後、乾燥し、さらにアミン系剥離液でフォトレジスト
23を剥離した後、電子顕微鏡（SEM）で観察を行った。
その結果、図５（c）で示す様に、良好な順テーパ状のモリブデン/アルミニウム/モリブ
デン積層膜が得られた。
【００１０】
実施例3
前記図５（b）の基板を用いて、リン酸70重量％、硝酸4重量％、プロピオン酸5重量％、
水酸化アンモニウム3.5重量％、残分が水であるエッチング液で45℃、40秒（30％オ－バ
－エッチ時間）エッチングを行い水でリンス後、乾燥し、さらにアミン系剥離液でフォト
レジスト23を剥離した後、電子顕微鏡（SEM）で観察を行った。
その結果、図５（c）で示す様に、良好な順テーパ状のモリブデン/アルミニウム/モリブ
デン積層膜が得られた。
【００１１】
実施例4
前記図５（b）の基板を用いて、リン酸70重量％、硝酸4重量％、プロピオン酸5重量％、
水酸化ナトリウム4重量％、残分が水であるエッチング液で45℃、50秒（30％オ－バ－エ
ッチ時間）エッチングを行い水でリンス後、乾燥し、さらにアミン系剥離液でフォトレジ
スト23を剥離した後、電子顕微鏡（SEM）で観察を行った。
その結果、図５（c）で示す様に、良好な順テーパ状のモリブデン/アルミニウム/モリブ
デン積層膜が得られた。
【００１２】
比較例2
前記図５（b）の基板を用いて、リン酸75重量％、硝酸3重量％、酢酸5重量％、残分が水
であるエッチング液で45℃、30秒（30％オ－バ－エッチ時間）エッチングを行い水でリン
ス後、乾燥し、さらにアミン系剥離液でフォトレジスト23を剥離した後、電子顕微鏡（SE
M）で観察を行った。
その結果、図５（ｄ）で示す様に、順テーパ状のモリブデン/アルミニウム/モリブデン積
層膜は得られなかった。
【００１３】
比較例3
前記図５（b）の基板を用いて、リン酸70重量％、硝酸4重量％、プロピオン酸5重量％、
残分が水であるエッチング液で45℃、30秒（30％オ－バ－エッチ時間）エッチングを行い
水でリンス後、乾燥し、さらにアミン系剥離液でフォトレジスト23を剥離した後、電子顕
微鏡（SEM）で観察を行った。
その結果、図５（ｄ）で示す様に、順テーパ状のモリブデン/アルミニウム/モリブデン積
層膜は得られなかった。
【００１４】
【発明の効果】
本発明のエッチング液組成物を使用することにより、アルミニウム系金属配線とモリブテ
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【図面の簡単な説明】
【図１】逆スタガ型のＴＦＴパネル構造の概略の断面図
【図２】Ａｌ系金属配線の上層に、Ｍo系の高融点金属配線を積層した積層配線構造
【図３】Ａｌ系金属配線の上層、下層の両面に、Ｍo系の高融点金属配線を積層した積層
配線構造
【図４】モリブデン/アルミニウム積層膜の製造工程図
【図５】モリブデン/アルミニウム/モリブデン積層膜の製造工程図
【符号の説明】
１：ガラス基板　２：ゲート電極　３：ゲート絶縁膜　４：ｎ型半導体層
５：ｉ型半導体層　６：ソース電極　７：ドレイン電極　２１：Ａｌ系ゲート電極　２２
：Mo系ゲート電極　２３：フォトレジスト

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(6) JP 4596109 B2 2010.12.8

【図５】



(7) JP 4596109 B2 2010.12.8

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/28    　　　Ｅ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/306    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/306   　　　Ｆ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/3213   (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｃ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｃ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｌ          　　　　　

    審査官  國方　康伸

(56)参考文献  特開２００１－１６６３３６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              C23F   1/20
              C09K  13/04
              C09K  13/06
              C23F   1/26


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

